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Abstract (en)
[origin: WO8301709A1] The structure comprises a collector area in a semiconductor chip (10) with a conductivity n?- and a base area (11) diffused
on the main surface of the chip (10) and having a p-type conductivity. It comprises a transmitter area diffused in the base area (11) of n?+ type
conductivity and a passivation layer (13). This layer covers the portion of the main surface of the chip (10) which is not used as a contact window.
A first ring-shaped area (14) is diffused around the base area (11) in the main surface of the ship. It has a p-type conductivity. A second area of n?
+ conductivity is diffused around the ring-shaped area (14) in the main surface of the chip (10). It acts as a stop ring (15). On the passivation layer
(13), there is deposited a metal layer (D) which works as a cover electrode, surrounds the base area (11) by forming a ring, overlaps the edge of the
base area (11), extends up to above the second annular area (15) and comes in contact in the first area (14) with said area (14). The potential of the
first ring area (14) and therefore the potential of the cover electrode (D) is thus fixed so as to be comprised between the potential of the base area
(11) and the potential of the semicondutor ship (10) forming the collector area.

Abstract (fr)
La structure comprend une zone collectrice dans une plaquette (10) semiconductrice avec une conductivité n- et une zone de base (11) diffusée
sur la surface principale de la plaquette (10) et ayant une conductivité de type p. Elle comprend une zone émettrice diffusée dans la zone de base
(11) de conductivité du type n+ et une couche de passivation (13). Cette dernière recouvre la partie de la surface princiale de la plaquette (10)
qui n'est pas utilisée comme fenêtre de contact. Une première zone en forme d'anneau (14) est diffusée autour de la zone de base (11) dans la
surface principale de la plaquette. Elle a une conductivité du type p. Une deuxième zone de type de conductivité n+ est diffusée autour de la zone
en anneau (14) dans la surface principale de la plaquette (10). Elle joue le rôle d'anneau d'arrêt (15). Sur la couche de passivation (13) on dépose
une couche métallique (D) qui fonctionne comme électrode de couverture, entoure la zone de base (11) en formant un anneau, chevauche le bord
de la zone de base (11), s'étend jusqu'au dessus de la deuxième zone annulaire (15) et entre en contact dans la première zone (14) avec cette zone
(14). Le potentiel de la première zone en anneau (14) et par conséquent le potentiel de l'électrode de couverture (D) est ainsi fixé de manière à être
situé entre le potentiel de la zone de base (11) et le potentiel de la plaquette semiconductrice (10) constituant la zone collectrice.
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